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Din ce considerente pe parcursul anilor lungimea canalului tranzistorului MOS s-a micsorat de la 25um la
10nm?

Tehnologia clasica a tranzistorului MOS cu canal indus (fisa tehnologica).

Caracteristicile tranzistorului MOS cu canal initial.

Caracteristicile tranzistorului MOS cu canal indus.

Tehnologia clasica a tranzistorului MOS cu canal initial.

Tehnologia tranzistorului TEC-J confectionat prin metoda difuziei duble.

Tehnologia tranzistorului TEC-J confectionat prin metoda epitaxiei.

Caracteristicile tranzistorului TEC-J.

Tehnologia tranzistorilor bipolari n-p-n si p-n-p intr-un singur circuit (fisa tehnologica).

. Tehnologia tranzistorilor n-p-n si nMOS intr-un singur circuit.

. Tehnologia tranzistorilor n-p-n si PMOS 1intr-un singur circuit.

. Tehnologia clasica a tranzistorilor CMOS

. Bazele fizice a vaporizarii termice in vid.

. Cum se poate de calculat grosimea peliculei depuse la vaporizarea termica in vid?
. Constructiile vaporizatorilor pentru vaporizarea termica in vid.

. Care sunt prioritatile vaporizarii in vid cu ajutorul laserului, fluxului de electroni?
. Masurarea grosimii peliculei In timpul depunerii cu ajutorul traductorului din cuart.
. Misurarea grosimii peliculei in timpul depunerii cu ajutorul traductorului cu ionizare.
. Procesele fizice n plasma.

. Ce numim coeficient de pulverizare si cum depinde de energia ionului?

. Cum functioneaza sistema de pulverizare diodica alimentatd cu curent alternativ?
. Cum functioneaza instalatia triodica de depunere a peliculelor in plasma?

. Depunerea dielectricilor in plasma la frecvente inalte.

. Pulverizarea cu magnetron.

. Depunerea 1n plasma a peliculelor SizNg

. Depunerea peliculelor SiO, din faza gazoasa stimulata de plasma.

. Depunerea peliculelor de W in plasma din faza gazoasa.

. Anizotropia corodarii uscate.

. Selectivitatea corodarii uscate.

. Constructia si principiul de functionare a instalatiei de corodare in plasma.

. Mecanismul corodarii uscate in plasma reactiva a Si, SiO,, SizN,,

. Depunerea straturilor atomare cu ajutorul reactiilor chimice in faza gazoasa.

. Cum se poate determina energia ionului la implantarea ionica?

. Ce Inseamnd doza la implantarea ionica?

. Constructia instalatiei de implantare ionica si principiul de functionare.

. Lamuriti dependenta adancimii de patrundere a ionilor in functie de energie.

. Care este necesitatea straturilor ingropate de SiO,in Si?

. Cum se poate de obtinut un strat de SiO,1n Si?
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Constructia instalatiei de tratament termic rapid.
Care sunt parametrii de baza a procesului Tratament Termic Rapid?
Neajunsurile litografiei cu fascicol electronic prin scanare.

Constructia instalatiei de litografie fotoelectronica si principiul de functionare.

Constructia instalatiei litografiei cu fascicul electronic cu proiectie.
Constructia instalatiei de litografie cu raze X.

Constructia fotomastii pentru litografie cu raze X.

Defectele de transfer ale imaginii in litografia cu raze X.
Nanolitografie.

Depunerea straturilor atomare cu ajutorul reactiilor chimice din faza gazoasa.

Constructia instalatiei implantarii ionice.
Cum functioneaza separatorul magnetic.
Care factori influenteaza la distribuirea ionilor pe adancime?
Tratamentul termic rapid.
Parametrii de baza a tratamentului termic rapid.
Epitaxia din fascicul molecular a Si.
Epitaxia din fascicol molecular a GaAs.
Doparea peliculelor in epitaxia din fascicul molecular.
Metode de planarizare a suprafetei plachetei cu CI.
Procesul de autoaliniere in tehnologie MOS.
Metoda de izolare a tranzistorilor MOS-,,LOCOS”
Metoda de izolare a tranzistorilor MOS cu santuri, corodate in Si.
Izolarea cu santuri de tipul ,,V”.
Izolarea selectiva.
Tehnologia n-MOS-clasica.
Tehnologia n-MOS de baza.
Tehnologia CMOS cu utilizarea tehnicii LOCOS.
Tehnologia CMOS cu utilizarea santurilor corodate in Si.

Metode de formare a intretaierilor in CL

Metalizare multistrat cu Al.

Metode de formare a Si pe izolator.

Prioritatile si neajunsurile metalizarii multistrat cu Cu fata de Al.
Conectarea CIP-ului la pinurile capsulei cu ajutorul termocompresiei.
Conectarea CIP-ului cu ultrasunet.

Metoda CIP-ului intors.

Metoda de conectare cu corzi.
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